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低输出功率应用的 Ｅ类 ＣＭＯＳ功率放大器设计
袁　成　 李智群 　刘继华 　王志功

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：利用标准的０１８μｍ６层金属混合信号／射频 ＣＭＯＳ工艺设计了一种工作在２４ＧＨｚ频段的全集成Ｅ类
功率放大器．电路采用两级放大器级联结构，其中驱动级利用谐振技术生成高摆幅开关信号；输出级采用Ｅ类结
构实现了信号的功率放大．在１２Ｖ电源电压下，设计的功率放大器最高输出功率为８８ｄＢｍ，功率附加效率
（ＰＡＥ）达到４４％．同时，提出了一种Ｅ类功率放大器功率控制方法．通过改变进入 Ｅ类开关晶体管的信号幅度
和占空比，在３位数字控制字的控制下，输出功率达到－３～８８ｄＢｍ．所设计的功率放大器可以满足诸如无线
传感网络（ＷＳＮ）和生物遥测等低功率系统的应用．
关键词：Ｅ类功率放大器；ＣＭＯＳ工艺；低功率应用
中图分类号：ＴＮ４０２
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